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共鳴トンネルダイオード（RTD）発振器はバイアス電圧を印加するだけでテラヘルツ帯の超高

速発振が可能な半導体デバイスであり、室温動作する連続テラヘルツ波光源として注目されてい

る[1]。我々は RTDを位相ロックされたピコ秒テラヘルツパルスで注入同期し、出力電場の波形を

時間領域で測定することに成功した[2]。本発表ではこの手法を用いて測定した注入同期の超高速

ダイナミクスについて報告する。 

注入光として用いたテラヘルツパルスの発生には繰り返し 82 MHz、パルス幅約 100 fs の

Ti:Sapphireモードロックレーザーと光伝導アンテナを用い、電場波形の検出には ZnTe結晶を使用

した電気光学サンプリング法を用いた。図 1は注入同期した RTDから放射された電場波形のバイ

アス電圧依存性である。両電圧共に、発振周波数は 0.340±0.002 THzであった。上向き矢印の位

置（4ピコ秒）はテラヘルツパルスの注入タイミングを示す。バイアス電圧 510 mVでは位相同期

ダイナミクス[3,4]を反映して約 24ピコ秒遅れて振動波形が現れ、400ピコ秒付近で同期が外れて

いることがわかる。一方 520 mVでは、注入光が入射する前の時間においても RTDからの放射が

観測された。これは発振周波数線幅が注入光の繰り返し周波数である 82 MHz より狭くなってい

ることを示している。また、400 ピコ秒においても同期状態を保っており、注入同期のダイナミ

クスはバイアス電圧に大きく依存することがわかった。 

 
Fig. 1 Coherently detected electric field emitted from RTD biased at 510 and 520 mV. 
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